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アブストラクト 高圧高温下におけるシリサイドナノチューブの構造相転移について、ｘ線回折の 

その場観察を行った。 (２００字程度、MS 明朝 –10.5pt, Times New Roman-10.5pt.) 
 
Abstract The structural transitions of silicide nanotube at high pressures and high temperatures 
were investigated by in situ x-ray diifraction technique. The observed structural sequence in 
nanotube is different from that already known in bulk materials. This is due to the fact that the 
same structure is observed at the same volume region in nanotubes.(about 100 words, Times New 
Roman-10.5pt.) 

（一行スペース） 
背景と研究目的： ナノスケールで積層制御

された人工格子磁気多層膜では多層膜の強磁性

層間にはたらく磁気相互作用を理解することが

重要となる。新しい磁気特性を有する多層膜を

設計する際、各層毎に分離された磁気特性は必

要不可欠な情報である。最近われわれのグルー

プで発見した・・・・系多層膜 1) は・・・関す

る情報を得ることが不可欠である。しかし、従

来の実験技術では、・・・得ることや、・・・を

調べることは極めて困難であった。 
 
（省略） 

 
 一方、共鳴吸収を利用したＸ線磁気円二色性

(MCD : Magnetic Circular Dichroism)によって元

素選択的に磁気情報を得ることが知られている。

Ｘ線MCDの信号強度が吸収元素の磁化に比例

すると近似すると、MCD強度は元素選択磁化 
(ESM: Element Specific Magnetization)と見なす

ことができる2)。したがって、ESM の磁場依存

性や温度依存性を測定すれば元素選択磁気ヒス

テリシスや元素選択磁化温度曲線を得る。ESM
は本研究で問題となっている多層膜の磁気特性

を調べる上で大変優れた手法であり、また、ESM
で得られる結果は他の手法では得ることのでき

ない貴重な情報である。 
本研究では元素選択的に磁気特性を測定する

新規性の強い手法として、MCDによる元素選択

的磁化測定を行い、・・・系多層膜磁性材料の詳

細な磁気特性解析を行うことが目的である。 
における研究として大変重要である。[2] 

 
実験： 実験はBL25SUの電磁石MCD装置を用

いて行った。試料は・・・であり、・・・ 
 
（省略） 
図１にレイアウトを示す。図１のように、試料

と磁場ベクトルは平行、軟Ｘ線端数ベクトルと

試料表面は10度の角度を満たす配置を採用した。

試料はヘリウム循環式のクライオスタットで冷
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却し、・・・ 
（省略） 
また、軟Ｘ線MCDの測定では、今回はじめて偏

光反転モードを採用し、試料の除振を徹底する

などして低ノイズの高精度ESM測定を行う工夫

を取り入れた。 
 

結果、および、考察： 図２に（架空の）ESM
の温度依存性実験結果を示す。まず、A0.5B0.5と

X に対応する磁化が互いに異符号であり、

A0.5B0.5 と X がそれぞれ逆向きに磁化している

ことが分かる。また、実線で示した全磁化温度

曲線が示す複雑な温度特性は主にXの磁気特性

変化に追従している。 
（省略） 
本結果から、・・・が ESM 実験によってはじ

めて明らかとなった。[1], [2] 
 

今後の課題： 今回初めて見出された X 層磁化

ベクトルの面内回転を応用すると、 
（省略） 

 
より実用に近い・・・について引き続き ESM 実

験を計画したい。 
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FigureCaption Fig.2. ESM of L absorption edge of the 
elements A and L absorption edge of the element X (broken 
line) and magnetization of the whole samples (solid line). [1] 

Table Caption Table 1. Hc and M. 

 Hc M 

A 413.482 10.51 

B 0.128 3.724 

C  4.171 

D  2.572 
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FigureCaption Fig. 1. Schematic diagram of sample 
assembly. Voltage of -200 V is applied to the sample. 



別紙 

 3

 

記載要領 
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即した課題名への変更が可能です。 

 

③ 本文 
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④ 図・表 

（a）図表は原則として 1 カラム幅（横幅約 8cm）
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